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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження функціональних властивостей напівпровідникових та епоксикомпозитних матеріалів

Назва роботи англійською:
Investigation of functional properties of semiconductor and epoxy composite materials

Реферат українською:
В науковій роботі проведені комплексні дослідження фізичних та експлуатаційних властивостей
напівпровідників (Ge, Si, CdSb, кисневмісні сполуки Zn) та полімеркомпозитних матеріалів на основі
епоксидної смоли. Зокрема, досліджувались механізми електронного переносу, процеси відпалу, оптичне
поглинання в напівпровідникових структурах, а також закономірності формування структури та екрануючих
властивостей полімеркомпозитів з метою розробки нових функціональних матеріалів електронної техніки та
методів їх модифікації за допомогою легування та радіаційних технологій. У роботі використані такі
експериментальні методики як вимірювання електропровідності, ефекту Холла, тензоопору та тензо-холл-
ефекту при одновісній пружній деформації, ІЧ-Фур’є спектроскопії, методи визначення міцності на
стискання та твердості для епоксикомпозитів. Опромінення зразків проводилося на мікротроні М–30.
Теоретичні розрахунки зонної структури та параметрів квантових ям виконані з використанням системи
MathCAD 14 на основі теорії деформаційного потенціалу. На основі проведених досліджень були встановлені
закономірності зміни електричних, гальваномагнітних та оптичних властивостей монокристалів та
наноструктур Ge, Si, CdSb під впливом радіаційного опромінення та деформації. Визначено параметри
екрануючих властивостей епоксикомпозитів, що дозволяють забезпечити локальний захист
напівпровідникових елементів. Доведено ефективність використання радіаційних технологій для
цілеспрямованої зміни характеристик матеріалів. Отримані результати можуть бути впроваджені при
проектуванні радіаційно-стійких датчиків температури, сенсорів Холла, фоточутливих елементів ІЧ-техніки,
а також при розробці захисних епоксидних покриттів для роботи приладів в умовах підвищеного
радіаційного фону.

Реферат англійською:
The scientific work carried out comprehensive studies of the physical and operational properties of
semiconductors (Ge, Si, CdSb, oxygen-containing Zn compounds) and polymer composite materials based on
epoxy resin. In particular, the mechanisms of electron transfer, annealing processes, optical absorption in
semiconductor structures, as well as the regularities of structure formation and the shielding properties of
polymer composites, were studied to develop new functional materials for electronic equipment and methods for
their modification using doping and radiation technologies. The work used experimental methods such as
measuring electrical conductivity, the Hall effect, tensile strength, and tenso-Hall effect during uniaxial elastic
deformation; IR-Fourier spectroscopy; and methods for determining compressive strength and hardness for epoxy
composites. Irradiation of samples was carried out on a microtron M-30. Theoretical calculations of the band
structure and parameters of quantum wells were performed using MathCAD 14, based on the deformation-
potential theory. Based on the conducted studies, the patterns of changes in the electrical, galvanomagnetic, and
optical properties of single crystals and nanostructures of Ge, Si, and CdSb under the influence of radiation and
deformation were established. The parameters governing the shielding properties of epoxy composites were
determined, enabling local protection of semiconductor elements. The effectiveness of radiation technologies for
targeted changes in material characteristics has been proven. The results obtained can be applied to the design of
radiation-resistant temperature sensors, Hall sensors, and photosensitive elements for IR technology, as well as to
the development of protective epoxy coatings for the operation of devices in environments with increased
radiation backgrounds.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Створено тензочутливий та фоточутливі матеріали на основі
напівпровідникових структур германію, одержано радіаційно-захисне покриття на онові епоксикомпозиту.

Назва НТП англійською: Tensosensitive and photosensitive materials based on germanium semiconductor
structures were created, and a radiation-protective coating was obtained on the basis of an epoxy composite.

НТП, яку передбачалося створити: Створено

Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Пристрої (вироби технічні), Матеріали, Методи, теорії, гіпотези

Галузь застосування: Електроніка; оборонно-промисловий комплекс

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Одержаний на основі епоксидно-діанової смоли марки ЕД–20 з твердником ПЕПА та
наповнювачем порошку заліза епоксикомпозит може бути перспективним матеріалом для розробки на його
основі радіаційно- захисних покриттів елементів електронної техніки, виготовленої як на основі кремнію,
так і інших напівпровідників. Основними перевагами запропонованого способу підвищення радіаційної
стійкості монокристалічного кремнію є відносно простота технологія одержання радіаційно-захисного
епоксикомпозитного покриття та невисока його вартість, широка сфера експлуатації в радіаційних полях
високоенергетичних частинок. Одержано на основі опроміненого потоком електронів Ф=5·10 15  ел./см 2
монокристалічного германію, легованого сурмою, чутливий елемент датчика одновісного тиску, який при
кімнатній температурі має високу тензочутливість в діапазоні від 250 до 900 МПа. Основними перевагами
запропонованого способу одержання такого чутливого елементу є відносно проста технологія його
одержання та підвищена радіаційна стійкість, лінійність залежності опору від одновісної деформації, що не
вимагатиме додаткової калібровки. Одержаний на основі тонкої плівки германію, яка вирощена на підкладці
Ge (x) Si (1-x) з кристалографічною орієнтацією (001), фото чутливий матеріал для неохолоджуваного
фотоприймача ІЧ-випромінювання, який може реєструвати інфрачервоне випромінювання досить широкого
діапазону: від короткого до середнього. Основними перевагами запропонованого способу реєстрації ІЧ-
випромінювання за допомогою даного приймача, залежно від складу підкладки Ge (x) Si (1-x) та товщини
плівки германію, є досить широка область його фоточутливості.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту, Економія матеріалів
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